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結
論

(1) IEICO-4F於NIR吸收，成功在不損失太多效率的同時，增加共混膜15%的可見光穿透度AVT在IEICO-20的條件，獲得優異的2.7%的光利用率LUE。
(2) 利用氟化物對於鈣鈦礦的晶粒以及電性的改變，使ODA-6FDA/PVSK元件達到106的開關電流比，在其他檢測具也有>104秒的穩定長期電荷儲存能力。
(3) 光電檢測能力的差異歸因於 EDL 電容以及 P4VP/PEO 塊在與 DNTT 接觸界面處的分佈。可透過BCP組合物中的P4VP和PEO嵌段之間取得平衡來優化裝置性能。
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▲元件結構和組成之化學結構
▲ Indigo carmine和DNTT之UV-vis及EDLT中組成材料的能階

▲基於嵌段共聚物/鹽類共混物之電雙層電晶體的電性分析 ▲基於BCP電解質與 P3E1和靛藍胭脂紅的EDLT 的瞬態光
電流特性及EDLT 裝置的暗電流雜訊

Pb2+

CH3NH3
+

Br-

Perovskite

Ar 1

6FPDA

ODA

Ar 2

ODPA

6FDA

Polyamic acid (PAA)

Pentacene

400 450 500 550 600

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

N
o
r
m

a
li

z
e
d

 A
b

s
o
r
b

a
n

c
e

Wavelength (nm)

 ODA-ODPA/PVSK

 ODA-6FDA/PVSK

 6FPDA-ODA/PVSK

 6FPDA-6FDA/PVSK

500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
 ODA-ODPA/PVSK

 ODA-6FDA/PVSK

 6FPDA-ODPA/PVSK

 6FPDA-6FDA/PVSK

N
o
r
m

a
li

z
e
d

 P
L

 I
n

t
e
n

s
it

y
 (

a
.u

.)

Wavelength (nm)

-40 -20 0 20
10

-13

10
-12

10
-11

10
-10

10
-9

10
-8

10
-7

10
-6

10
-5

10
-4

V
g
 (V)

I d
 (

A
)

 Initial

 455nm

 530nm

 Erase

0 50 100 150 200
10-12

10-11

10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

I d
 (

A
)

Time (sec)

 405nm

 530nm

50 100 150 200 250 300
10-12

10-11

10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

ODA-6FDA/PVSK

I d
 (

A
)

Time (sec)

-60

0

V
g

 (V
)

0 2 4 6 8 10
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20
 On State

 Off State

V
th

(V
)

Write/Erase cycles

ODA-6FDA/PVSK

25 50 75 100 125 150 175 200
10-12

10-11

10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

I d
 (

A
)

Time (sec)

 1s  5s  10s  20s  40s  60s

25 50 75 100 125 150 175 200
10-12

10-11

10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

I d
 (

A
)

Time (sec)

 -0.5V  -1V  -5V  -10V  -30V  -50V

▼元件結構 ▼光學分析 ▼電性分析

Y6:IEICO-4F
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▲共混薄膜吸收光譜 ▲共混薄膜穿透光譜

▲元件結構

本專題分別使用非富勒烯有機小分子，嵌段共聚物及有機混成鈣鈦礦應用於近紅外光吸收半透明有
機太陽能電池、光電探測器電雙層電晶體及浮動式閘極電晶體型光記憶體之高效能有機光電元件分別
針對其化學結構、表面形貌及光電性能等特性，進行研究探討均有良好之成效。
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